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[目的] 

SiC-MOSデバイスにおいてゲートバイアスストレスによるターンオンのしきい値電圧(Vth)変動

低減が課題となっている。従来の測定法はストレスと Vth 測定を個別に行っていたため、ストレ

スにより捕獲された電荷が Vth 測定時には放出され、変動量を過小評価する問題があった。本研

究ではストレス印加と Vth 測定を同時に行う手法を確立し従来法と比較したので報告する。 

[実験方法] 

本研究では Si 面上に形成した MOSFET を試料として用いた。ゲート酸化膜は乾燥酸素雰囲気

中で 50nm 形成した熱酸化膜を用いた。Vth 変動の評価法として、従来はゲート電極に任意時間の

ゲート電圧(Vg)ストレスを印加する前後のドレイン電流(Id)-Vg 特性を、Vg=0V~Vth 以上となる電

圧の間で掃引して Vth を測定する手法(Sweep 法)が用いられてきた。今回、上記の Id-Vg 測定時の

Vg を Vth 以上の電圧にて 3 点のみ掃引し、Vth 測定を高速化する手法(3 点法)及びゲート電極には

ストレス電圧を印加し続けた状態で、定電流の Id を流すために必要なドレイン-ソース電圧(Vds)

の変化から Vth 変動を評価する手法(緩和無し法)を考案した。 

[結果・考察] 

図 1 に各手法で評価したゲートバイアスストレス

による Vth 変動値の比較を示す。ストレスは室温で

1000 秒印加し、ストレス電圧は+15V である。ゲート

電極に常に Vg を印加し続ける緩和無し法は Vth 変動

の値が最も大きく測定されていることがわかる。この

結果は緩和無し法がストレス印加中の Vth 変動を最

も正確に測定できていることを示唆している。特に緩

和無し法ではストレス印加初期の Vth 変動が大きな

値として測定されていることから、Sweep 法ではこの

早い変動成分が緩和により過小評価されていると考

えられる。 
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図 1. 各手法で評価したゲートバイアス 

ストレスによる Vth 変動値の比較 
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